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1． Introduction 
It has attracted attention that two types of gold bending compounds exhibit excellent 
properties as semiconductors. These metal-flexing compounds have different properties 
compared to Ge and Si, which are currently representative materials for electronic 
components. In other words, some of them have significant thermoelectric effects, 
photoelectric effects, and magnetic field effects, so various applications that take advantage 
of these properties have begun to be developed. Among these, InSb, a compound of trivalent 
metal resistance, and Sb, a pentavalent metal, have been studied for a long time. It is 
relatively easy to manufacture, and its outstanding feature is that as shown in Table1, the 
internal electron mobility is the largest among the materials currently discovered, and its use 



is of great engineering significance.  
The large mobility of electrons is associated with the effect of applying a magnetic field 
during their motion, that is, the Hall effect and the magnetoresistance effect. These effects 
are used for various measurements, controls, calculations, transmissions, and increased 
radiation. 
 
Table 1: Characteristic values of various semiconductors in room humidity 

 Inherent 
Resistance 
ρ(Ωcm) 

Hall coefficient 
R(cm3/C) 

Electron 
mobility 

μn(cm2/V・s) 

Hall Mobility 
μh (cm2/V・s) 

Ge 47 -3.5x104 3,600 1,800 

Si 63,600 -108 1,400 350 

InSb 0.007 -6x102 63,000 700 

InAs 0.25 -9x104 30,000 200 

 



 
 

3. Characteristics of the deposition film 

Regarding the membrane made by the method described in the previous chapter, we focused 

on its semiconductor properties, especially its effects under the magnetic field. As for the 

samples, four terminals were taken out as shown in Fig. 9, and one pair facing each other was 

used as a control current terminal and a Hall electromotive force terminal. 



As mentioned earlier, the characteristics of the film are affected by the type of substrate and 

temperature, and the effect of temperature is described in Fig.5, but then the important 

characteristics of the membrane are listed in Table 2 for the case where the temperature and 

other fabrication conditions are constant, and the abrasive conditions of the surface are 

changed using glass as a substrate and the surface abrasive conditions are changed. 

 

Table 2: Types of boards and their constants 

(Preheating temperature 240℃, film thickness 3-5μm) 

        constant 
substrate 

σ(Ω-1cm-1) R(cm3/C) μ(cm2/V・s) 

#  800 53.0 -13.0 700 

Glass #1,200 34.4 -22.1 700 

#2,000 43.4 -38.6 1,673 

Mica 54.5 -87.2 4,840 
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ただし，この表で 4Eは，室温付近における6の変化

9から計算した活性化エネルギーである。

• この表，で見るように InSbの特徴である μの値はこ

の方法で作られたものにおいては， μ=4,840 cm2/V • s 

で，結品で得られる値にくらぺると 1けた小さいが．

なお，Ge.Siなどのそれにくらぺると大きく，かねて

報告されている膜における値(4)とくらぺてずっと大き

し、0

ここで問題は，われわれが用いた lnSbは，成分，

製法などの点でかなり不完全なものであり，純度にお

しても 理想から隔たっている。 したがって， これを

真空蒸沼させて作った膜について測った特性の相違が

単結晶であるか否かの差異だけに基づくとして吟味す

ることは，さして意味をもつものであるまし、。要は作

られた InSb膜が電気素子としてどれだけ実用性を有

するかを検討することにある。そLてその結果によれ

ば，膜であるというこ との特徴を生かすような使い方

をすればある種の目的にはむしろ有利と思われる。

すなわち結晶から作られた素子では，内部インビーダ

ンスが数オーム以下であるのに比較して，簿膜の場合

は，その値を数十オームあるいはそれ以上に高めうる

ので，制御電流を数ミ リアンペア～数十ミリ アンペア

で動作させて， Lかも同一程度の起電力が取り出され

うる。また薄膜であるため，それをそう入すべきギャ

ップの幅が狭く て足りる利点がある。
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5.結 言

以上．加熟蒸浩法によって作った InSb薄膜につい

て述べてきたが， これで作られるホール発篭索子を単

結晶のものとくらぺると，制御咤流が小さい点，周囲

温度によるホール起電力の変北が少ない点．磁界に対

するホール起電力の直線性が比較的よい点，形状を任

意にでき，厚さもひじょうに薄いので狭い部分に使用

しうる点，原料として純度の高い単結晶を用いること

なくして相当大きなホール起電力を取り出しうる点な

と］なかなかすぐれた諸特性を持ち，充分実用に供し

うることを認めた。そして今後さらに，原料の純化，

蒸恙法の改善などによって一暦特性の向上が期待され

るものと思う。

最後に木研究に関してご指禅いただいた本学斎藤教

授ならびに実験にご協力下さった卒業生，岩崎保氏，

本学X線分析室の加藤氏に深謝する。（昭和34年8月

3日受付，同 11月5日再受付）
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